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要  旨 
 
【目的】本研究では、新たな高密度磁気記録媒体としてのナノコンポジット磁性
薄膜の作製を目的とした。その研究内において強い垂直磁気異方性をもち、同時
に化学的安定で耐磨耗・耐熱・耐食に優れた磁性薄膜における極限の薄さを見出
すことを、特に目指した。 
 
 
【実験】反応性スパッタ装置にて成膜後、薄膜の原子組成、結晶構造と結晶性、
粒子構造、表面形態などの研究にはＸＰＳ（Ｘ線光電子分光法）、ＸＲＤ（Ｘ線
回折法）、ＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）≪ＸＴＥＭ：断面ＴＥＭ、ＰＶＴＥＭ：
表面ＴＥＭ≫、ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）などを用い、磁化特性の研究にはＶＳ
Ｍ（振動試料型磁力計）を用いて評価を行った。Co と Pt と Alの合成ターゲッ
トを用いて Ar と N２を混合した反応性雰囲気中にて直流スパッタ蒸着で作製し
た CoPt-AlN薄膜を真空中アニール処理し、強磁性 CoPtと非強磁性 AlNを分離
成長させる方法で CoPt-AlN 磁性薄膜を作製した。基板は SiO２（石英ガラス）
を用いた。スパッタ蒸着中の膜厚（スパッタ時間）をパラメータとして垂直磁気
異方性が発生及び性質向上する条件を詳細に調べた結果は以下の通りである。
尚、他のパラメータとして列挙できるものが、窒素分圧、アニール温度であるが、
本研究室の以前の研究報告によれば、窒素分圧 6.7×10－４Pa、アニール温度７０
０℃の条件下で作製された磁性膜が、最も強い垂直磁気異方性を示すという結果
を用い、本研究もその条件下で成膜に取り組んだ。 
 
 
【結果】CoPt-AlN ナノコンポジット磁性薄膜の膜厚を 165nm から、徐々にス
パッタ時間を短くし、膜厚 25nmまでは垂直磁気異方性を持ち、膜厚 10nmでは、
面内磁気異方性を持っていた。この間に本実験の目的となる下限があると推測さ
れた。組成は、強磁性 CoPt相と非磁性 AlN相に分離しており、構造は基板に垂
直方向に成長した一様な径（ほぼ 10nm）の繊維状ナノ柱状粒子からなり、ナノ
柱状粒子は CoPtまたは AlNの多結晶体である。これら２つの観点から垂直磁気
異方性は繊維状 CoPt結晶の形状異方性と薄膜の形状異方性とのせめぎあいの結
果として発生すると推測した。膜厚 100nm 以下でのナノコンポジット磁性薄膜
における、垂直磁気異方性を示すことが出来たことは評価できるが、保磁力が低
水準である。 
 
 
 
